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論文審査の結果の要旨 
 
本論文は、次世代半導体製造に使用される極端紫外光リソグラフィ用レジスト材料の反応メカニズムを解明する
ことを目的としたものであり、10 nm以下の微細パターンを形成時に有用なアニオンバウンドポリマーの反応メカニ
ズムを明らかにしている。主な結果を要約すると以下のとおりである。 
(1) パルスラジオリシスを用いたアニオンバウンドポリマーのシクロヘキサノン溶液中の放射線反応メカニズム
および EUV照射、線照射を用いたアニオンバウンドポリマー固体中の放射線反応メカニズムを解明することに成功
している。
放射線照射によって、酸のアニオン及び、フェニルラジカル、ジフェニルスルフィドラジカルカチオンが生成
することを明らかにするとともに、酸のプロトンはフェニルラジカルおよびジフェニルスルフィドラジカルカチオ
ンとの反応によって生成することを明らかにしている。 
(3)現状のリソグラフィにおいて使用されている材料から効率的な酸発生のための方法を示し、効率的なプロトン
ソースが重要であることを示している。 
(4)示したメカニズムのモデル化及び、シミュレーションを実施し、酸量子効率の実験値と計算値を比較し、提案
した反応機構の妥当性を示している。 
以上のように、本論文は、次世代アニオンバウンド化学増幅型レジスト開発において有益な指針を与えるもので
あり、さらにレジスト開発における方法論においても、今後の方向性を示すものである。 
よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。 
 
 
